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1 Circuite de dirijare a tranzistoarelor MOSFET
1.1 Circuitul de dirijare cu un singur tranzistor
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Figura 1.1 — Schema electrica a circuitului de dirijare cu un singur

tranzistor

Mersul lucrarii:
v" De determinat timpul de pornire pentru acest circuit.
De determinat timpul de oprire al acestui circuit.
De determinat timpul limita pentru comutare.
De deminat pierderile de putere la frecventele de 1 si 10 kHz la
factorul de umplere a semnalului egal cu 99%.
De construit caracteristicile de transfer.
Pentru simulare se va utiliza OrCad sau PSpice.
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1.2 Circuit de dirijare rapida Push-Pull
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Figura 1.2 — Schema electrica pentru dirijarea tranzistorului Push-Pull

Mersul lucrarii:
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De determinat timpul de pornire pentru acest circuit.

De determinat timpul de oprire al acestui circuit.

De determinat timpul limitd pentru comutare.

De deminat pierderile de putere la frecventele de 1 s1 10 kHz la
factorul de umplere a semnalului egal cu 99%.

De construit caracteristicile de transfer.

Pentru simulare se va utiliza OrCad sau PSpice.



1.3  Circuitul de dirijare cascoda
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Figura 1.3 — Schema de dirijare cascoda

Mersul lucrarii:
v De determinat timpul de pornire pentru acest circuit.
De determinat timpul de oprire al acestui circuit.
De determinat timpul limitd pentru comutare.
De deminat pierderile de putere la frecventele de 1 si 10 kHz la
factorul de umplere a semnalului egal cu 99%.
De construit caracteristicile de transfer.
Pentru simulare se va utiliza OrCad sau PSpice.
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2 Circuite de dirijare a tranzistoarelor MOSFET cand
sarcina este cuplata intre sursa si punctul comun

2.1 Circuitul de dirijare a tranzistorului de baza
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Figura 2.1 — Schema de dirijarea a transistorului atunci cand sarcina
este conectata intre sursa tranzistorului si punctul comun

Mersul lucrarii:
v" De determinat timpul de pornire pentru acest circuit.
De determinat timpul de oprire al acestui circuit.
De deminat frecventa limita cu care poate fi dirijat tranzistorul.
De construit caracteristicile de transfer.
Pentru simulare se va utiliza OrCad sau PSpice.
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2.2 Circuitul de dirijare a tranzistorului Push-Pull
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Figura 2.2 — Schema de dirijare Push-Pull a tranzistorului MOSFET in

cazul in care sarcina este conectata in circuitul sursei

Mersul lucrarii:
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De determinat timpul de pornire pentru acest circuit.

De determinat timpul de oprire al acestui circuit.

De deminat frecventa limita cu care poate fi dirijat tranzistorul.
De construit caracteristicile de transfer.

Pentru simulare se va utiliza OrCad sau PSpice.



2.3 Circuit dedicat de dirijare a tranzistorului cu sarcina cuplata
la sursa tranzistorului.

IR2104 este un driver de poarta de mare viteza, de Tnalta tensiune,
conceput pentru a controla MOSFET-uri si IGBT-uri de putere. Este un
circuit integrat monolitic (IC) care oferda canale de iesire cu referinta
ridicatd si joasa, permitand controlul eficient al portilor de putere ale

dispozitivelor electronice.
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Figura 2.3 — Schema tipicd de conectare a microcircuitului IR2104

Caracteristici principale ale microcircuitului IR2104:
— Tensiune de operare: 10V la 600V

Curenti de iesire: Sursa: 0.21A, Drena: 0.36A

Timp de crestere/cadere: 10ns (tipic)

Protectie UVLO (Undervoltage Lockout)

Compatibilitate logica: 3.3V, 5V si 15V
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Logica de prevenire a deschiderii concomitente a ambelor porti



Unele aplicatii sunt Aplicatii:
— Surse de alimentare de mare putere

Invertoare

N
— Propulsoare electrice
— Controlul motorului
N

Aparatura de sudare
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Figura 2.4 — Schema de structurd a circuitului IR2104
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Figura 2.5 — Schema dirijare prin intermediul IR2104 a sarcinii cuplate
la sursa tranzistorului MOSFET

Mersul lucrarii:
v De determinat timpul de pornire pentru acest circuit.
De determinat timpul de oprire al acestui circuit.
De deminat frecventa limita cu care poate fi dirijat tranzistorul.
De construit caracteristicile de transfer.
Pentru simulare se va utiliza OrCad sau PSpice.
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Surse bibliografice

1. 3 Simple MOSFET Drive Circuits
2. 3 High Side MOSFET Drive Circuits
3. IR2104 Full Bridge Motor Driver Circuit



https://youtu.be/wv4uAz8FV2w
https://youtu.be/M5lETaqI9JM
https://320volt.com/en/ir2104-full-bridge-motor-driver-circuit/
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